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摘要(译)

一种半导体器件和液晶显示器，其稳定薄膜场效应晶体管的阈值电压，
同时提高电容器的耐久性和可靠性，该电容器具有与薄膜场的沟道区域
形成在同一层中的导电层作为组件效应晶体管。半导体器件包括薄膜场
效应晶体管和导电层。它包括衬底，半导体层，导电层和介电膜。半导
体层包括衬底上的薄膜场效应晶体管的沟道区。在与半导体层相同的层
中的衬底上形成导电层。在导电层上形成介电膜。沟道区的杂质浓度至
多为1016原子/ cm3。介电膜的杂质浓度至多为1017原子/ cm3。
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